چکيده
هدف اين پروژه ، طراحي تقويت کننده توان براي کاربرد هاي UWB در تکنولوژي CMOS  0.18 ميکرون باشد. تقويت کننده توان براساس پارامترهاي مشخص شده در استاندارد a3.15.802  با استفاده از تکنولوژي 0.18 ميکرون طراحي شده است. با توجه به پهناي باند زياد مورد نياز، از ساختار تقويت کننده گسترده براي طراحي تقويت کننده توان استفاده شده است. براي طراحي  تقويت کننده گسترده از ساختار سلف و خازن به جاي Microstrip استفاده شده ،زيرا طول خط انتقال Microstrip مورد نياز در مدار مجتمع براي بدست آوردن مقدار سلف لازم براي جدا سازي طبقات خيلي بزرگ مي گردد.

با توجه به اينکه در طراحي خطوط انتقال مورد نياز از خازن هاي پارازيت ترانزيستورها استفاده شده است و مقادير اين خازن ها از روابط تقريبي بدست آمده اند بنابراين طراحي انجام شده توسط نرم افزار شبيه سازي مدار براي عملکرد مناسب بهينه سازي شده است. تقويت کننده توان طراحي شده داراي ضريب تقويت توان dB 19+ با ريپلdB  
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 در باند فرکانسي GHz 10.6-3.1  مي باشد.امپدانس ورودي و خروجي تقويت کننده 50 اهم مي باشد و ضريب انعکاس در ورودي و خروجي کمتر از dB10- ميباشد. توان مصرفي اين تقويت کننده توان حدود mW 35 مي باشد.
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